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Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Ausle- 
seschaltung zur Verfiigung zu stellen, bei der die Wahrschein- 
lichkeit beim Auslesen von Speicherzellen einen Fehler auf- 
grund Signalubersprechens zu erhalten, reduziert ist. 

Diese Aufgabe wird durch die Ausleseschaltung nach Anspruch 1 
gelost • 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den abhangigen Anspriichen angegeben. 

Erf indungsgemass ist eine Ausleseschaltung fiir eine dynami- 
sche Speicherschaltung vorgesehen. Die Speicherzellen des 
Speicherzellenfeldes sind dabei uber Wortleitungen vmd Bit- 
leitungen adressierbar , wobei die Bitleitungen in Bitlei- 
tungspaare organisiert sind. Die Speicherkapazitaten der 
Speicherzellen sind jeweils mit einer Bitleitung eines Bit- 
lei tungspaares durch Aktivieren einer Wortleitung verbindbar. 
Es ist weiterhin eine Vertauschungsschaltung vorgesehen, die 
mit den Bitleitungen zweier Bitleitvmgspaare verbunden ist, 
und die eine erste Datenausgangsleitung, eine zur ersten be- 
nachbarte zweite Datenausgangsleitung, eine zur zweiten 
benachbarte dritte Datenausgangsleitung und eine zur dritten 
benachbarten vierte Datenausgangsleitung aufweist. Die Ver- 
tauschungsschaltung ist so geschaltet, xom die mit den 
Speicherkapazitaten verbundenen Bitleitungen an die zweite 
und die dritte Datenausgangsleitung anzulegen und xm die 
nicht mit den Speicherzellen verbundenen Bitleitungen an die 
erste und die vierte Datenausgangsleitung anzulegen. 
Weiterhin sind Ausleseverstarker zur Verstarkung eines 
Potentialunterschiedes zwischen zwei Leitungen vorgesehen. 
Ein erster Ausleseverstarker ist mit der ersten und der 
zweiten Datenausgangsleitung, ein zweiter Ausleseverstarker 
mit der zweiten und der dritten Datenausgangsleitung und 
einer dritter Ausleseverstarker mit der dritten und der vier- 
ten Ausgangsleitung verbunden. 



Infineon Technologies AG 

3 



INF 1184 



Die erf indungsgemaSe Ausleseschaltung weist fiir jedes Bitlei- 
tungspaar einen Ausleseverstarker auf , urn Ladungsunterschiede 
auf den benachbarten Bitleitungen eines Bitleitungspaares ge- 
geneinander zu verstarken. Zwischen benachbarten Bitleitun- 
gen, auch von verschiedenen Bitleitungspaaren, kommt es zu 
einer Signalkopplung insbesondere bei Potentialanderungen, 
wie sie beim Verstarken des Potentialunterschiedes auf den 
Bitleitungen durch den Ausleseverstarker auftreten. 

Im Normalfall liegen die Bitleitungen, an denen die Ladung 
der Speicherkapazitat einer Speicherzelle angelegt wird, und 
Bitleitungen, an denen keine Speicherkapazitat angelegt wor- 
den ist, abwechselnd nebeneinander . Sind in zwei benachbarten 
Speicherzellen, die gleichen Inf ormationen (entweder eine ho- 
he Ladung Oder eine niedrige Ladung) gespeichert, so werden 
die Bitleitungen abwechselnd auf ein hohes bzw. ein niedriges 
Potential gezogen. 1st die Speicherkapazitat auf Grund von 
Schwankungen im Herstellungsprozess kleiner als die ubliche 
Speicherkapazitat der ubrigen Speicherzellen oder hat eine 
Zelle wegen Leckmechanismen Ladung verloren, so ist der La- 
dungsunterschied auf den benachbarten Bitleitungen des ent- 
sprechenden Bitleitungspaares geringer und der Auslesever- 
starker hat eine langere Ansprechzeit . Ist an einem Bitlei- 
tungspaar, das dazu benachbart ist, eine „starke'' Speicher- 
zelle mit einer hohen Ladungsspeicherkapazitat angeschlossen, 
so reagiert der Ausleseverstarker an diesem Bitleitungspaar 
schneller und trennt die Potentiale der benachbarten Bitlei- 
tungen dieses Bitleitungspaares schneller. Der Spannungshub 
kann zu einem Signalubersprechen fiihren, das die Ladung einer 
der Bitleitungen des Bitleitungspaares mit der geringeren 
Speicherkapazitat so verandert wird, dass sich die Ladungs- 
differenz auf dem Bitleitungspaar \amkehrt und der Auslesever- 
starker die Potentiale in die verkehrte Richtung trennt. Dies 
fuhrt dazu, dass eine falsche Information aus der Speicher- 
zelle ausgelesen wird. 
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Um dies zu vermeiden, ist erf indungsgemaS ein weiterer Ausle- 
severstarker vorgesehen, der sich zwischen zwei benachbarten 
Bitleitungen von unterschiedlichen Bitleitungspaaren befin- 
det. Zudem wird eine Vertauschungsschaltung vorgesehen, xim 
jeweils die Bitleitung, an der durch Aktivieren der Wortlei- 
tung die Speicherkapazitat angelegt ist, mit deiti weiteren 
AusleseverstSrker zu verbinden. Auf diese Weise liegen an dem 
weiteren Auslesever starker diejenigen Bitleitungen an, auf 
die die Ladungen der jeweiligen Speicherkapazitat gef lessen 
sind. 

Sind beim Aktivieren der Wortleitungen beide Speicherzellen 
mit unterschiedlichen Ladungen, d.h. unterschiedlichen Infor- 
mationen belegt, so trennen sowohl die Ausleseverstarker an 
den Bitleitungspaaren als auch der weitere Ausleseverstarker 
zwischen zwei benachbarten Bitleitungen von verschiedenen 
Bitleitungspaaren die Potentiale, so dass der weitere Ausle- 
severstarker die Trennung der Potentiale auf einem Bitlei- 
tungspaar unterstiitzt, 

Sind in beiden Speicherzellen gleiche Inf ormationen gespei- 
chert, so erfahren die beiden Bitleitungen, die mit dem wei- 
teren Ausleseverstarker verbunden sind, jeweils einen La- 
dungshub um die Ladung einer Speicherzelle, wobei ein Poten- 
tialunterschied auf den beiden Bitleitungen z.B. durch eine 
unterschiedliche Grosse der Speicherkapazitaten auftreten 
kann. Der Potentialunterschied zwischen starkem und schwachem 
Signal ist immer kleiner als der Potentialunterschied zwi- 
schen der Bitleitung mit dem starken Signal und der Bitlei- 
tung ohne angelegte Speicherkapazitat, so dass der weitere 
Ausleseverstarker die Ladungs trennung wesentlich langsamer 
vollzieht als der Ausleseverstarker fur das Startsignal. In 
der Zwischenzeit wird das Potential auf den jeweils benach- 
barten Bitleitungen der beiden Bitleitungspaare durch die 
daran angebrachten Ausleseverstarker verstarkt, und die Po- 
tentiale der benachbarten Bitleitungen von verschiedenen Bit- 



Infineon Technologies AG 

5 



INF 1184 



leitungspaaren erhoht bzw. erniedrigt und somit die Ladungs- 
trennung des weiteren Ausleseverstarkers unterdriickt. 

Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass eine erste und eine 
zweite Wortleitung vorgesehen ist, wobei die erste Bitleitung 
des jeweiligen Bitleitungspaares mit den entsprechenden Spei- 
cherkapazitaten durch Aktivieren der ersten Wortleitung ver- 
bindbar ist und die zweite Bitleitung des jeweiligen Bitlei- 
tungspaares mit den entsprechenden SpeicherkapazitSten durch 
Aktivierung der zweiten Wortleitung verbindbar ist. Die Ver- 
tauschungsschaltung ist so gestaltet, ura bei Aktivierung der 
ersten Wortleitung die ersten Bitleitungen der zwei Bitlei- 
tungspaare auf die zweite und die dritte Datenausgangsleitung 
und die zweiten Bitleitungen auf die erste und die vierte Da- 
tenausgangsleitung anzulegen und bei Aktivierung der zweiten 
Wortleitung die zweiten Bitleitungen der zwei Bitleitungspaa- 
re auf die zweite und die dritte Datenausgangsleitung und die 
ersten Bitleitungen auf die erste und die vierte Datenaus- 
gangsleitung anzulegen. Die Vertauschungsschaltung kann dabei 
durch getrennte Steuersignale oder auch durch das Wortlei- 
tungsaktivierungssignal zum Aktivieren der jeweiligen Wort- 
leitung aktiviert werden. Wesentlich ist, dass die Speicher- 
zellen, die durch die Wortleitung aktiviert werden, auf die 
zweite und dritte Datenausgangsleitung angelegt werden, d.h. 
die mittleren beiden Datenausgangsleitungen. Dies ist notwen- 
dig, damit der weitere Ausleseverstarker im Falle von unter- 
schiedlichen Inf ormationsinhalten von benachbarten Speicher- 
zellen das Auslesen der Information untersttitzen kann. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Treiberstarke des zwei- 
ten Ausleseverstarkers geringer ist als die Treiberstarke des 
ersten und/oder dritten Ausleseverstarkers. Auf diese Weise 
kann vermieden werden, dass bei zwei durch die Wortleitung 
aktivierten Speicherzellen gleichen Inhalts und unterschied- 
lich grossen Speicherkapazitaten, der dadurch bewirkte Poten- 
tialunterschied auf den benachbarten Bitleitungen verschiede- 
ner Bitleitungspaare zu einer Trennung dieser Ladung ftihrt. 
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bevor die an den Bitleitungspaaren angeschlossenen Auslese- 
verstarker die Ladungstrennung vornehmen. Dabei wird die Bit- 
leitung, an der die schwachere Speicherzelle, d-h. die Spei- 
cherzelle mit der niedrigeren Kapazitat angeschlossen ist, 
5 auf ein niedriges Potential gezogen wird. 1st die Treiber- 

Starke des zweiten Ausleseverstarkers geringer, so wird diese 
Ladungstrennung jedoch durch die schnellere Potent ialunter- 
schiedsverstarkung des ersten und des dritten Ausleseverstar- 
kers unterbunden, da diese eine hohere Treiberstarke aufwei- 
10 sen. 



Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass zwischen der ersten 
Datenausgangsleitung und der vierten Datenausgangsleitiing ei- 
ne Potentialausgleichsschaltung vorgesehen ist, urn abhangig 
15 von einem Ausgleichssteuersignal die Potentiale zwischen der 
ersten Datenausgangsleitung und der vierten Datenausgangslei- 
tung auszugleichen. Diese Ausgleichseinrichtung dient bei 
gleichen Inhalten der ausgelesenen Speicherzellen dazu, vim 
den ersten und den dritten Ausleseverstarker dahingehend zu 
20 untersttitzen, das Potential der zweiten xind dritten Bitlei- 
tung gegen das Streben des zweiten Ausleseverstarkers, diese 
Potentiale auseinander zu spreizen, zu erh5hen. Damit wird 
erreicht, dass der erste und der dritte Ausleseverstarker ge- 
geniiber dem zweiten Ausleseverstarker unterstiitzt werden, so 
\25 dass der unerwiinschte Effekt des zweiten Ausleseverstarkers, 
nSmlich die Potentialtrennung, besser unterbunden werden 
kann. 



Die Erfindung wird im folgenden Anhand einer bevor zugten Aus- 
30 fiihrungsform naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. la die Schaltung einer herkommlichen Ausleseschaltung; 
Fig. lb ein Zeitdiagramm fiir eine herkoiomliche Ausleseschal- 
tung ; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Anordnung der her- 
35 kommlichen Ausleseschaltungen im Zellenfeld; 

Fig. 3a eine Ausleseschaltung gemass einer bevorzugten Aus- 
fUhrungsform der Erfindung; 



Infineon Technologies AG INF 1184 



Fig. 3b ein Zeitdiagrainin fur die erf indungsgemasse Auslese- 
schaltung nach Fig. 3a; und 

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Anordnung der erf in- 
dungsgeinassen Ausleseschaltung im Zellenfeld. 

5 

Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem dynamischen Speicher 
gemaS dem Stand der Technik mit einem Bitleitungspaar BLPi, 
BLP2 mit der ersten Bitleitung BLT und der zweiten Bitleitung 
BLC. Die Bitleitungen BL werden von zwei Wortleitungen WLT, 
10 WLC gekreuzt/ wobei Speicherzellen 1 alternierend angeordnet 
sind. D.h. an eine Speicherzelle 1 ist an dem Kreuzungspunkt 
zwischen der ersten Bitleitung BLT und der ersten Wortleitung 
WLT angeordnet und eine zweite Speicherzelle an dem Kreu- 
zungspunkt zwischen der zweiten Bitleitung WLC und der zwei- 
15 ten Wortleitung WLC. An den Kreuziingspunkten zwischen der er- 
sten Bitleitung BLT und der zweiten Wortleitung WLT sowie an 
dem Kreuzungspunkt zwischen der zweiten Bitleitung BLC und 
der ersten Wortleitung WLC sind keine Speicherzellen angeord- 
net. 

20 

Die Speicherzelle 1 weist einen Transistor T und einen Spei- 
cherkondensator C auf . Ein Steuereingang des Transistors T 
ist mit der jeweiligen Wortleitung WLT, WLC verbunden. Ein 
erster Anschluss des Transistors T ist mit der jeweiligen 

f5 Bitleitung BLT, BLC und ein zweiter Anschluss des Transistors 
T mit einem ersten Anschluss des Speicherkondensators C ver- 
bunden. Ein zweiter Anschluss des Speicherkondensators C 
liegt auf einem vorbestimmten Potential, z.B. einem Massepo- 
tential oder einem Mittenpotential, das zwischen einem hohen 
30 und einem niedrigen Versorgungsspannungspotential liegt. 

Jede der Bitleitungen BLT, BLC ist uber einen Schalter 2 mit 
dem Ausleseverstarker 3 verbunden. Die Schalter 2 werden 
durch ein Schaltsignal MUX gesteuert, das vorzugsweise eine 
35 kurze Zeit nach dem Aktivieren der Wortleitung WLT, WLC durch 
das Wortleitungsaktivierungssignal aktiviert wird. Der zeit- 
liche Versatz zwischen dem Aktivieren der Wortleitung WLT, 
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WLC und dem Schalten der Schalteinrichtungen 2 bestimmt sich 
nach der Zeit, in der die Ladungen von dem Speicherkondensa- 
tor bei geoffnetem Transistor T auf die entsprechende Bitlei- 
tung BLT, BLC fl lessen. 

5 

Der AusleseverstcLrker 3 weist einen ersten N-Kanaltransistor 
Nl, einen zweiten N-Kanal-Transistor N2, einen ersten P- 
Kanal- Transistor PI \md einen zweiten P-Kanal-Transistor P2 
auf . 

10 

Der erste N-Kanal-Transistor Nl ist mit seinem ersten An- 
schluss mit der ersten Bitleitung BLT, mit seinem Steueran- 
schluss mit der zweiten Bitleitung und mit einem zweiten An- 
schluss mit einem nset-Signal nset verbunden. Der zweite N- 
15 Kanal -Trans is tor N2 ist mit einem ersten Anschluss mit der 

zweiten Bitleitung BLC, mit einem Steueranschluss mit der er- 
sten Bitleitung BLT und mit einem zweiten Anschluss mit dem 
nset-Signal nset verbunden. 

20 Der erste P-Kanal-Transistor Pi ist mit einem ersten An- 
schluss mit der ersten Bitleitung BLT, mit einem Steuersig- 
nalanschluss mit der zweiten Bitleitung BLC und mit einem 
zweiten Anschluss mit einem pset-Signal pset verbunden. Der 
zweite P-Kanal-Transistor P2 ist mit einem ersten Anschluss 

f5 mit der zweiten Bitleitung BLC mit einem Steuersignalan- 
schluss mit der ersten Bitleitung BLT und mit einem zweiten 
Anschluss mit dem pset-Signal pset verbunden. 

Die durch beiden N-Kanal-Transistoren Nl, N2 und die beiden 
30 P-Kanal-Transistoren Pi und P2 gebildete Verstarkerschaltung 
ist in der Lage, geringe Ladungsunterschiede auf den benach- 
barten Bitleitungen zu trennen. Nachfolgend wird angenommen, 
dass das Potential der ersten Bitleitung BLT hoher ist als 
das Potential der zweiten Bitleitung BLC. Das hohere Potenti- 
35 al der ersten Bitleitung BLT bewirkt liber den zweiten n- 

Kanal-Transistor N2 ein Absinken des Potentials der zweiten 
Bitleitung BLC auf ein Massepotential , das von dem nset- 
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Signal nach dem Schalten von einem Mittenpotential VBLEQ auf 
das Massepotential GND zur Verfiigung gestellt wird. Dadurch 
koinint es nicht mehr zu einem Durchschalten des ersten n- 
Kanal-Transistors Nl, so dass das Potential der ersten Bit- 
leitung BLT zunachst im wesentlichen unbeeinfluSt bleibt. Das 
Mittenpotential VBLEQ liegt, vorzugsweise in der Mitte zwi- 
schen einem hohen Versorgungsspannungspotential VBLH und ei- 
nem Massepotential GND. Das niedrigere Potential der zweiten 
Bitleitung BLC bewirkt tiber den ersten p-Kanal-Transisotr Pi 
ein Ansteigen des Potentials der ersten Bitleitung BLT auf 
das hohe Versorgungspanntingspotential VBLH, sobald das pset- 
Signal pset von einem Mittenpotential VBLEQ auf das hohe Ver- 
sorgungsspannungspotential VBLH geschaltet wird. Das Schalten 
des nset-Signals nset und des pset-Signals pset erfolgt ubli- 
cherweise mit kurzer zeitlicher VerzSgerxang. Das nset-Signal 
nset und das pset-Signal pset kSnnen jedoch auch gleichzeitig 
geschaltet werden. 

In Fig. lb ist ein Zeitablaufdiagramm fur die Ansteuerung der 
Wortleitungen der Schalteinrichtung 2 und des Ausleseverstar- 
kers 3 dargestellt. Zundchst wird eine der Wortleitungen WLT, 
WLC durch das Wortleitungsaktivierungssignal aktiviert. So- 
bald die Ladung aus dem Speicherkondensator auf die entspre- 
chende Bitleitung BLT, BLC geflossen ist, wird tiber das 
Schaltsignal MUX die Schalteinrichtung der Bitleitungen ge- 
offnet und die Potentiale der Bitleitungen an den Auslesever- 
starker 3 gefiihrt. 

Die N-Kanal-Transistoren Nl, N2 des Ausleseverstarkers 3 sind 
an das nset-Signal nset angelegt, das beim Aktivieren den 
Low-Pegel angibt, auf den die Bitleitung mit dem niedrigeren 
Potential gezogen werden soil. Im nicht aktivierten Zustand 
befindet sich das nset-Signal nset auf einem Mittenpotential 
VBLEQ, etwa bei 0,9V. 

Die P-Kanal-Transistoren PI, P2 sind mit einem pset-Signal 
pset verbunden, das beim Auslesen angibt, auf welches High- 
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Potential die Bitleitung mit dem hoheren Potential gezogen 
werden soil. Das High-Potential des pset-Signals pset liegt, 
vorzugsweise bei etwa 1,8 V, wahrend das Low- Potential des 
nset-Signals nset etwa bei 0 V liegt. 

5 

In Fig. 2 ist schematisch ein Speicherzellenf eld 10 mit Spei- 
cherzellen 1 dargestellt. Es weist Wortleitungen WLT, WLC und 
Bitleitungen BLT, BLC auf . Die Bitleitungen sind in Bitlei- 
tungspaare BLP organisiert, wobei die Bitleitungspaare BLP 
10 liber AusleseverstSrker 3 ausgelesen werden k5nnen. Aus Lay- 
outgrunden wird ein Speicherzellenf eld in mehreren Teilen 
aufgebaut, so dass die AusleseverstSrker 3 zueinander ver- 
setzt, d.h. nacheinander auf verschiedenen Seiten der Bitlei- 
tung BLT, BLC angeordnet werden. Damit kSnnen die Auslesever- 
15 starker 3 zwischen zwei benachbarten Teilen des Speicherzel- 
lenfelds aufgeteilt werden, und die Siliziiomf ISche wird opti- 
mal ausgenutzt. 

In Fig. 3a ist eine bevorzugte Aus fuhnings form der erf in- 
20 dungsgemassen Ausleseschaltung dargestellt. Es sind Bitlei- 
tungspaare BLPl, BLP2, mit den daran angeschlossenen Spei- 
cherzellen dargestellt. Ebenso wie im Stand der Technik be- 
ziiglich Figur la dargestellt, sind an den Wortleitungen WLT, 
WLC und Bitleitiingen BLT, BLC die Speicherzellen 1 alternie- 
/^K5 rend angeordnet. Die Funk t ions weise der Speicherzellen 1 so- 
wie des Auslesen der Speicherzellen auf die Bitleitungen BLT, 
BLC unterscheidet sich im wesentlichen nicht von der zuvor 
bzgl . des Stands der Technik beschriebenen Art und Weise. 
Wahrend die Schalteinrichtung 2 beim Stand der Technik ledig- 
30 lich die ausgelesene Ladung auf den Bitleitungen BLT, BLC mit 
dem Ausleseverstarker 3 verbindet, weist die Schalteinrich- 
tung gemass der in Fig. 3a dargestellten Aus ftihrungs form der 
Erfindung dariiber hinaus eine Vertauschungsschaltung 4 auf. 

35 Die Vertauschungsschaltung 4 sieht fiir jede der Bitleitungen 
BLT, BLC eines Bitleitungspaares BLPl, BLP2 vor, dass jede 
der Bitleitungen BLT, BLC entweder an eine erste oder an eine 
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zweite Leitung angelegt warden kann. Dazu sind fur jede der 
Bitleitungen BLT, BLC ein erster Schalttransistor 5 und ein 
zweiter Schalttransistor 6 vorgesehen. Die ersten Schalttran- 
sistoren 5 werden iiber ihre Steuereingange durch ein zweites 
Schaltsignal MUXC, die zweiten Schalttransistoren 6 durch ein 
erstes Schaltsignal MUXT angesteuert. 

Werden die ersten Schalttransistoren 5 durch das zweite 
Schaltsignal MUXC geSffnet, so ist die erste Bitleitung BLT 
des ersten Bitleitungspaares BLTl mit einer ersten Datenaus- 
gangsleitung DQIT verbunden. Die zweite Bitleitung BLC des 
ersten Bitleitungspaares BLPl ist dann mit einer zweiten Da- 
tenausgangs leitung DQIC, die erste Bitleitung BLT des zweiten 
Bitleitungspaares BLP2 mit einer dritten Datenausgangsleitung 
DQ2T und eine zweite Bitleitung BLC des zweiten Bitleitungs- 
paares BLP2 mit einer vierten Datenausgangsleitung DQ2C ver- 
bunden. Mit einem ersten Schaltsignal MUXT, das an den Steu- 
ereingangen der zweiten Schalttransistoren 6 anliegt, werden 
dann die zweiten Schalttransistoren 6 geschlossen. 

Werden durch das erste Schaltsignal MUXT die zweiten Schalt- 
transistoren 6 geoffnet, sind die ersten Schalttransistoren 
5, gesteuert durch das zweite Schaltsignal MUXC, geschlossen. 
Sind die zweiten Schalttransistoren 6 auf Durchlass geschal- 
tet, so ist die erste Bitleitung BLT des ersten Bitleitungs- 
paares BLPl mit der zweiten Datenausgangsleitung DQIC, die 
zweite Bitleitung BLC des ersten Bitleitungspaares BLPl mit 
der ersten Datenausgangsleitung DQIT, die erste Bitleitung 
BLT des zweiten Bitleitungspaares BLP2 mit der dritten Daten- 
ausgangsleitung DQ2T und die zweite Bitleitung BLC des zwei- 
ten Bitleitungspaares BLP2 mit der vierten Datenausgangslei- 
tung DQ2C verbunden. 

Das erste Schaltsignal MUXT wird im Wesentlichen gleichzeitig 
zu der Aktivierung der ersten Wortleitung WLT mit dem ent- 
sprechenden Wortleitungsaktivierungssignal aktiviert, um die 
Bitleitungen BLT der beiden Bitleitungspaare BLP1,BLP2, auf 
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die die Ladungen der Speicherkapazitaten geflossen sind, mit 
der zweiten Datenausgangsleitung DQIC bzw. mit der dritten 
Datenausgangsleitung DQ2T zu verbinden. Dazu werden die zwei- 
ten Schalttransistoren 6 mit Hilfe des ersten Schaltsignals 
5 MUXT durchgeschaltet, wenn durch das entsprechende Wortlei- 
tungsaktivierungs signal fiir die erste Wortleitung WLT die 
Speicherzellen den ersten Bitleitungen BLT der beiden Bitlei- 
tungspaare BLPl, BLP2 aktiviert werden. Dann werden die ers- 
ten Bitleitungen BLT der Bitleitungspaare BLPl, BLP2 auf die 
10 zweite Datenausgangsleitung DQIC und dritte Datenausgangslei- 
tung DQ2T gelegt. Ebenso ist auch vorgesehen, dass das zweite 
Schaltsignal MUXC im Wesentlichen gleichzeitig zu der Akti- 
vierung der zweiten Wortleitung WLC angelegt wird. 
i '» 

15 Zwischen der ersten Datenausgangsleitung DQIT und der zweiten 
Datenausgangsleitung DQIC, ist ein erster AusleseverstSrker 
10 angeordnet, der in der oben in Verbindung mit Fig. 1 be- 
schriebenen Weise aufgebaut ist und dessen Funktion identisch 
ist. Der erste AusleseverstSrker 10 trennt den Potentialun- 

20 terschied auf den Datenausgangsleitungen DQIT, DQIC, so dass 
die aus den Speicherzellen 1 ausgelesenen Inf ormationen uber 
die Datenausgangsleitungen DQIT, DQIC ausgelesen werden k5n- 
nen. 

f^5 Ebenso ist zwischen der dritten Datenausgangsleitung DQ2T und 
der vierten Datenausgangsleitung DQ2C ein zweiter Auslesever- 
starker 11 vorgesehen, der auf die gleiche Art und Weise auf- 
gebaut ist und f unktioniert . 

30 Die erf indungsgemasse Ausleseschaltung sieht nun vor, dass 

zwischen der zweiten Datenausgangsleitung DQIC und der drit- 
ten Datenausgangsleitung DQ2T ein dritter Ausleseverstarker 
12 vorgesehen ist. Der dritte Ausleseverstarker 12 ist in der 
Lage, den Potentialunterschied zwischen der zweiten Datenaus- 

35 gangsleitung DQIC und der dritten Datenausgangsleitung DQ2T 
zu verstarken. 
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Sind in den ausgelesenen Speicherzellen 1 der beiden Bitlei- 
tungspaare BLPl, BLP2 unterschiedliche Inf orTnationen gespei- 
chert, so besteht ein Potentialunterschied zwischen der zwei- 
ten Datenausgangsleitung DQIC und der dritten Datenausgangs- 
5 leitung DQ2T, der dem Ladungsunterschied zwischen der urn die 
Ladung einer Speicherkapazitat erhohten Ladung einer Bitlei- 
tung und der urn die Ladung einer Speicherkapazitat erniedrig- 
ten Ladung einer Bitleitung entspricht. Potentialunterschie- 
de, die sich aus der Ladung einer Speicherkapazitat und der 
10 Ladung einer Bitleitung ohne angelegte Speicherkapazitat er- 
geben, liegen zwischen der ersten Datenausgangsleitung DQIT 

fund der zweiten Datenausgangsleitung DQIC, sowie zwischen der 
dritten Datenausgangsleitung DQ2T und der vierten Datenaus- 
{ gangsleitung DQ2C an. 
15 

Somit sieht der dritte Aus lesever starker 12 zwischen der 
zweiten Datenausgangsleitung DQIC und der dritten Datenaus- 
gangsleitung DQ2T einen Potentialunterschied, der hSher ist 
als der Potentialunterschied, den die ersten und zweiten Aus- 
20 leseverstarker 10, 11 an ihren Eingangen anliegen haben. Der 
dritte Ausleseverstarker 12 unterstutzt somit die Verstarkung 
des Potentialunterschiedes der verschiedenen Ladungen auf der 
zweiten und dritten Datenausgangsleitung DQIC, DQ2T durch den 
ersten und zweiten Ausleseverstarker 10,11, indem durch den 

f5 dritten Ausleseverstarker 12 die Potentiale der Datenausgans- 
leitungen DQIC und DQ2T ebenfalls in einer Richtung auseinan- 
dergezogen werden, die den Richtungen der betreffenden Bit- 
leitungen des ersten und zweiten Ausleseverstarkers 10, 11 
entsprechen. 

30 

Der dritte Ausleseverstarker 12 erhalt entweder das gleiche 
nset-Signal nset und pset-Signal pset wie die tibrigen Ausle- 
severstarker Oder ein npuls-Signal npuls bzw. ein ppuls- 
Signal ppuls, das gegeniiber dem nset-Signal nset und pset- 
35 Signal pset gepulst ist. Das gepulste nset-Signal und pset- 
Signal werden nach einer vorbestimmten Zeit , d.h. vor dem 
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nset-Signal nset und pset-Signal pset, wieder zurtickgenommen, 
also auf das Mittenpotential VBLEQ zuruckgefiihrt wird. 

Befindet sich in den auszulesenden Speicherzellen die gleiche 
5 Information, so werden die Ladungen der Bitleitung BLT, BLC 
entweder gleichermassen jeweils urn die Ladung einer Speicher- 
zelle erhoht oder erniedrigt. Im Idealfall liegt somit an der 
zweiten Datenausgangsleitung DQIC und an der dritten Daten- 
ausgangsleitung DQ2T die gleiche uun die Ladung einer Spei- 

10 cherkapazitat erhShte oder erniedrigte Ladung einer Bitlei- 
tung BLT, BLC an. Der dritte Auslesever starker 12 ist somit 
im Idealfall nicht in der Lage, einen Potent ialunterschied zu 
erkennen und zu verstarken. Das Verstarken des Potentialun- 
terschiedes zxam Auslesen der Daten wird somit ausschliesslich 

15 von den an den jeweiligen Bitleitungspaaren angelegten ersten 
und zweiten Auslesever star kern 10, 11 vorgenommen. 

In der Praxis kommt es jedoch vor, dass die Speicherkapazita- 
ten aufgrund von Leckmechanismen unterschiedlich schnell 
20 durch Leckstrome entladen werden, bzw. dass die Speicherkapa- 
zitaten C von auszulesenden Speicherzellen 1 aufgrund von 
Schwankungen im Herstellungsprozess unterschiedlich groS 
sind. Sind nun in den auszulesenden Speicherzellen 1 gleiche 
Informationen gespeichert, wobei die in den Speicherkapazita- 

f5 ten gespeicherten Ladungen jedoch etwas unterschiedlich sind, 
so liegen auf der zweiten Datenausgangsleitung DQIC und der 
dritten Datenausgangsleitung DQ2T unterschiedliche Potentiale 
an. Beide Potentiale, die beispielsweise einen High-Pegel 
reprasentieren sollen, werden von den Ausleseverstarkern 10, 
30 11 an den Bitleitungspaaren jeweils auf eine hohes Bitlei- 
tungspotential gezogen . 

Damit der dritte Ausleseverstarker 12 auf Grund des Ladungs- 
unterschiedes auf der zweiten Datenausgangsleitung DQIC und 
35 der dritten Datenausgangsleitung DQ2T keine fehlerhafte Po- 

tentialtrennung vornehmen kann und den ersten und den zweiten 
Ausleseverstarker 10, 11 dominiert, ist eine Ladungsaus- 
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gleichsvorrichtung 13 vorgesehen, die zwischen der ersten Da- 
tenausgangsleitung DQIT und der vierten Datenausgangsleitung 
DQ2C angeordnet ist. Die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 iim- 
faSt einen n-Kanal -Transistor , der durch ein Ausgleichssignal 
5 EQ-short angesteuert wird. Die Ladungsausgleichseinrichtung 
13 arbeitet so, dass das Potential der ersten Datenausgangs- 
leitung DQIT und das Potential der vierten Datenausgangslei- 
tung DQ2C beim Auslesen auf gleichem Potential gehalten wer- 
den. Dadurch wird die Ladungstrennung der ersten und zweiten 
10 Ausleseschaltung 10, 11, insbesondere beim Auslesen gleichar- 
tiger Daten unterstiitzt. 

• Ist beispielsweise in den Speicherzellen jeweils eine Ladung 

gespeichert, die groSer ist als die ausgeglichene Ladung ei- . 

15 ner Bitleitung BL, so entspricht dies der Information einer 
„1". Die Bitleitungen BL, auf denen sich diese erhdhten La- 
dungen befinden, werden liber die Schalteinrichtung 4 auf die 
zweite Datenausgangsleitung DQIC und die dritte Datenaus- 
gangsleitung DQ2T angelegt. Der erste Ausleseverst^rker 10 

20 verstarkt den Potentialunterschied zwischen der ersten Daten- 
ausgangsleitung DQIT und der zweiten Datenausgangsleitung 
DQIC, der zweite AusleseverstSrker 11 verstarkt den Potenti- 
alunterschied zwischen der dritten Datenausgangsleitung DQ2T 
und der vierten Datenausgangsleitung DQ2C, so dass ein hohes 

#5 Bitleitungspotential auf den zweiten DQIC und dritten Daten- 
ausgangsleitungen DQ2T und jeweils ein niedriges Bitleitungs- 
potential auf der ersten und vierten Datenausgangsleitung 
DQIT, DQ2C anliegen. 

30 Sind die Ladungen auf den Bitleitungen gleichgerichtet , aber 
aufgrund von „starken'' und „schwachen'' Speicherzellen von un- 
gleicher GroSe, so wirkt die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 
dem Trennen der Ladungen durch den Ausleseverstarker 12 ent- 
gegen. Wenn beispielsweise auf der zweiten Datenausgangslei- 

35 tung DQIC die Ladung einer starken Speicherzelle und auf der 
Datenausgangsleitung DQ2T die Ladung einer schwachen Spei- 
cherzelle angelegt ist, so trennt der erste Ausleseverstarker 
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10 sehr schnell die Potentiale der ersten und der zweiten Da- 
tenausgangsleitung DQIT, DQIC und erniedrigt (bei grofierer 
Ladung der zweiten Datenausgangsleitung DQIT) die Ladung der 
ersten Datenausgangsleitung DQIT. Uber die Ladungsausgleichs- 
5 vorrichtung 13 wird das auf der ersten Datenausgangsleitung 
DQIT anliegende, sich vermindernde Potential an die vierte 
Datenausgangsleitung DQ2C weitergegeben, so dass der Potenti- 
alunterschied zwischen der dritten Datenausgangsleitung DQ2T 
und der vierten Datenausgangsleitung DQ2C ebenfalls erhoht 

10 wird. Dadurch wird die Ladungstrennung des zweiten Auslese- 
verstarkers 11 beschleunigt und an die Ladungstrennung des 
ersten AusleseverstSrkers 10 gekoppelt. Somit kann die La- 
dungsausgleichseinrichtung 13 die Ladungstrennung zweier be- 
nachbarter Bitleitungspaare BLPl, BLP2 unterstiitzen, wenn 

15 gleiche Ladungen in den betreffenden Speicherzellen gespei- 
chert waren. 

Der dritte AusleseverstSrker 12 arbeitet in diesem Fall bei 
geringen Ladungsunterschieden zwischen der zweiten DQIC und 

20 dritten Datenausgangsleitung DQ2T gegen den ersten und zwei- 
ten Ausleseverstarker 10, 11. Es ist also sinnvoll, die Trei- 
berstarke der Ausleseverstarker 10, 11 gegentiber der Treiber- 
starke des dritten AusleseverstSrkers 12 zu erhShen, damit 
der dritte Ausleseverstarker 12 keine Ladungstrennung bzw. 

|25 keine VerstSrkung des Potent ialunterschieds vornirnmt, wenn 

auf der benachbarten zweiten und dritten Datenausgangsleitung 
DQIC, DQ2T jeweils das hohe Bitleitungspotential anliegen 
soil. Somit arbeiten der erste und der zweite Ausleseverstar- 
ker 10, 11 gegen den dritten Ausleseverstarker 12, wenn die 

30 durch eine Wort lei tung WLT, WLC angesprochenen Speicherzellen 
1 die gleiche Information enthalten. 

In Fig. 3b ist ein Zeitablauf diagrairan dargestellt, das den 
Verlauf der Signale, die zur Steuerung der ersten und zweiten 
35 und dritten Ausleseschaltung 10, 11, 12 verwendet werden, 

darstellt. Kurz nach Anlegen des Wortleitungsaktivierungssig- 
nals auf die erste Wortleitung WLT wird das erste Schaltsig- 
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nal MUXT ziim Of fnen der zweiten Schalttransistoren 6 ange- 
legt. Die Ladung der ersten Bitleitungen BLT der Bitleitungs- 
paare BLPl, BLP2 fliessen dann auf die zweite und dritte Da- 
tenausgangsleitung DQIC, DQ2T. Das nset-Signal nset und das 
pset-Signal pset befinden sich, wie in Bezug auf Fig.l be- 
schrieben, anfanglich auf einem Mittenpotential VBLEQ. Das 
npuls-Signal npuls und ppuls-Signal ppuls ftir den dritten 
Ausleseverstarker 12 sind anfanglich ebenfalls auf dem Mit- 
tenpotential VBLEQ und geben dann bei Aktivierung ein hohes 
Bitleitungspotential VBLH und ein niedriges Bitleitungspoten- 
tial VGND vor. 

Das Ladungsausgleichssignal EQ-short wird gleichzeitig mit 
dem ersten bzw. dem zweiten Schaltsignal MUXT, MUXC akti- 
viert, um die Ladungen, d.h. das Potential, auf den ersten 
und vierten Datenausgangsleitung DQIT, DQ2C beim Verst^rken 
zu halten, wahrend die Ausleseverstarker 10,11 die Potential- 
differ enz zwischen den benachbarten ersten und zweiten bzw, 
dritten und vierten Datenausgangsleitungen DQIT, DQIC, DQ2T, 
DQ2C vergrossern. 

Die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 hat den Vorteil, dass man 
die Verstarkung eines schwachen Signals untersttitzen kann, 
wenn gleiche Inf ormationen auf benachbarten Bitleitungen, 
d.h. gleichgerichtete Ladungen auf der zweiten und dritten 
Datenausgangsleitung DQIC, DQ2T anliegen. Durch den Kurz- 
schluss der ersten und der vierten Datenausgangsleitung DQIT, 
DQ2C beim Auslesen wird die Potentialdif f erenz zwischen einem 
starken Signal aus einer starken Speicherzelle zu der Mitten- 
spannung schneller bewertet als das schwache Signal aus der 
schwachen Speicherzelle. Der Ausleseverstarker, an dem das 
Starke Signal anliegt, trennt die Ladung somit schneller, so 
dass eine Ladungsanderung auf der jeweils komplementaren Da- 
tenausgangsleitung in die entgegengesetzte Richtung beziiglich 
der Datenausgangsleitung mit dem starken Signal erfolgt. Da 
die komplementSre Datenausgangsleitung mit der jeweils kom- 
plementaren Datenausgangsleitung der Bitleitung mit dem 
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schwachen Signal kurzgeschlossen ist, wird somit dem Auslese- 
verstarker, der das schwache Signal verstarken soil, gehol- 
fen, die Trennung der Ladungen durchzuftihren. Die Bewertung 
durch den dritten Ausleseverstarker 12 zwischen der Potenti- 
aldifferenz zwischen einem starken Signal und einem schwachen 
Signal wird dadurch unterdriickt. Im Wesentlichen liegt in der 
Kopplung der jeweils komplementaren Datenausgangsleitungen 
eine zweite Bewertung eines schwachen Signals gegeniiber der 
Mittenspannung VBLEQ. 

Sind auf benachbarten Bitleitungen unterschiedliche Informa- 
tionen gespeichert, so liegen auf der zweiten und dritten 
Ausgangsleitung DQIC, DQ2T \interschiedlich gerichtete Ladun- 
gen an. In diesem Fall wird die Ladungs trennung der ersten 
und zweiten AusleseverstSrker 10, 11 durch den dritten Ausle- 
severstarker 12 unterstiitzt. Da bei unterschiedlichen Infor- 
mationen auf benachbarten Bitleitiingen die Ladungsausgleichs- 
vorrichtung 13 xind bei gleichen Inf ormationen auf benachbar- 
ten Bitleitungen der dritte AusleseverstSrker 12 jeweils ge- 
gen den ersten und zweiten Auslesever starker 10, 11 arbeiten, 
wird die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 durch das Aus- 
gleichssignal EQ-short sowie der dritte Ausleseverstarker 12 
durch das npuls-Signal npuls und das ppuls-Signal ppuls abge- 
schaltet, bevor die vollstandige Trennung der Ladungen durch 
den ersten Ausleseverstarker 10 und den zweiten Auslesever- 
starker 11 vorgenommen ist. 

Im Unterschied zu den bisherigen Ausleseschaltungen werden 
nun erf indungsgemasse Ausleseschaltungen vorgesehen, die je- 
weils mit vier Bitleitungen statt mit zwei Bitleitungen ver- 
bunden sind. Die Ausleseschaltungen sind jeweils abwechselnd 
auf der linken und rechten Seite eines Speicherzellenf eldes 
angeordnet, so dass das in Fig. 4 dargestellte Anordnungsmus- 
ter der erf indungsgeitiassen Ausleseschaltungen entsteht. 
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Patentansprtiche 

1. Ausleseschaltung fiir eine dynamische Speicherschal- 
tung, wobei Speicherzellen (1) eines Speicherzellen- 
f aides tiber Wort lei tungen (WLT, WLC) und Bitleitungen 
(BLT, BLC) adressierbar sind, wobei die Bitleitungen 
(BLT, BLC) in Bitleitungspaare (BLPl, BLP2) organi- 
siert sind, wobei Speicherkapazitaten (C) der Spei- 
cherzellen (1) jeweils mit einer Bitleitung (BLT, BLC) 
eines Bitleitungspaares (BLPl, BLP2) durch Aktivieren 
einer Wortleitung verbindbar sind, 

wobei eine Vertauschungsschaltung (4) vorgesehen ist, 
die mit jeder der Bitleitxxngen (BLT, BLC) zweier Bit- 
leitungspaare (BLPl, BLP2) verbunden ist, und die eine 
erste Datenausgangsleitung (DQIT) , eine zur ersten be- 
nachbarte zweite Datenausgangsleitung (DQIC) , eine zur 
zweiten benachbarte dritte Datenausgangsleitung (DQ2T) 
und eine zur dritten benachbarte vierte Datenausgangs- 
leitung (DQ2C) aufweist, 

wobei die Vertauschxingsschaltung (4) so gestaltet ist, 
um die durch Aktivieren der Wortleitung mit den Spei- 
cherkapazitaten (C) verbundenen Bitleitungen (BLT, 
BLC) an die zweite und die dritte Datenausgangsleitung 
(DQIC, DQ2T) anzulegen und um die nicht mit den Spei- 
cherzellen verbundenen Bitleitungen an die erste und 
die vierte Datenausgangsleitung (DQIT, DQ2C) anzule- 
gen, 

wobei ein erster Ausleseverstarker (10) mit der ersten 
(DQIT) und der zweiten Datenausgangsleitung (DQIC) , 
ein zweiter Ausleseverstarker (11) mit der dritten 
(DQ2T) und der vierten Datenausgangsleitung (DQ2C) 
und ein dritter Ausleseverstarker (12) mit der zweiten 
(DQIC) und der dritten Datenausgangsleitung (DQ2T) 
ve r bunden ist, 

wobei die Ausleseverstarker (10, 11, 12) zur Verstar- 
ken eines Potentialunterschiedes auf den zwei ange- 
schlossenen Leitungen vorgesehen ist. 
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2. Ausleseschaltung nach Anspruch 1, wobei eine erste 
(WLT) und eine zweite Wortleitung (WLC) vorgesehen 
ist, wobei die erste Bitleitung (BLT) des jeweiligen 
Bitleitungspaares (BLPl, BLP2) mit den entsprechenden 
Speicherkapazitaten (C) durch Aktivieren der ersten 
Wortleitung (WLT) verbindbar ist und die zweite Bit^ 
leitung des jeweiligen Bitleitungspaares (BLPl, BLP2) 
mit den entsprechenden Speicherkapazitaten (C) durch 
Aktivieren der zweiten Wortleitung (WLC) verbindbar 
ist, 

wobei die Vertauschungsschaltung (4) so gestaltet ist, 
um bei Aktivierung der ersten Wortleitung (WLT) die 
ersten Bitleitungen (BLT) der zwei Bitleitungspaare 
(BLPl, BLP2) auf die zweite (DQIC) und die dritte Da- 
tenausgangsleitung (DQ2T) und die zweiten Bitleitungen 
(BLC)auf die erste (DQIT) und die vierte Datenaus- 
gangsleitung (DQ2C) anzulegen und bei Aktivierung der 
zweiten Wortleitung (WLC) die zweiten Bitleitungen 
(BLC) der zwei Bitleitungspaare (BLPl, BLP2) auf die 
zweite (DQIC) und die dritte Datenausgangs leitung 
(DQ2T) und die ersten Bitleitungen (BLT) auf die erste 
und die vierte Datenausgangs leitung (DQ2C) emzulegen. 

3. Ausleseschaltung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
Ausleseverstarker (10, 11, 12) einen ersten Transistor 
(Nl) , einen zweiten Transistor (N2), einen dritten 
Transistor (Pi) und einen vierten Transistor (P2) auf- 
weisen, 

wobei ein erster Anschlufi des ersten Transistors (Nl) 
mit der ersten Leitung und ein zweiter AnschluS des 
ersten Transistors (Nl) mit einem ersten Bitleitungs- 
potential (nset) verbunden ist, 

wobei ein erster Anschlufi des zweiten Transistors (N2) 
mit der zweiten Leitung und ein zweiter Anschlufi des 
zweiten Transistors (N2) mit dem ersten Bitleitungspo- 
tential verbunden ist, 

wobei ein erster AnschluS des dritten Transistors (Pi) 
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mit der ersten Leitung und ein zweiter Anschlufi des 
dritten Transistors (PI) mit eineiti zweiten Bitlei- 
tungspotential verbunden ist, 

wobei ein erster AnschluS des vierten Transistors (P2) 
mit der zweiten Leitung und ein zweiter AnschluE des 
vierten Transistors (P2) mit dem zweiten Bitleitungs- 
potential verbunden ist. 

4. Ausleseschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wo- 
bei die Treiberstarke des dritten AusleseverstSrkers 
(12) geringer ist als die Treiberstarke des ersten 
(10) und/ Oder des zweiten Ausleseverstarkers (11) . 

5. Ausleseschaltung nach einem der Anspruche 1 bis A, wo- 
bei zwischen der ersten Datenausgangs leitung (DQIT) 
und der vierten Datenausgangs leitung (DQ2C)eine Poten- 
tialausgleichsschaltung (13) vorgesehen ist, urn abhSn- 
gig von einem Ausgleichssteuersignal (EQ-short) die 
Potentiale zwischen der ersten Datenausgangsleitung 
(DQIT) und der vierten Datenausgangsleitung (DQ2C) 
auszugleichen . 

6* Verfahren zum Betreiben einer Ausleseschaltung nach 
einem der Anspruche 1 bis 5, wobei eine der Wortlei- 
tungen (WLT, WLC) aktiviert wird, 

wobei die Vertauschungsschaltung (4) so angesteuert 
wird, dass die mit den Speicherkapazitaten (C) verbun- 
denen Bitleitungen (BLT, BLC) an die zweite und an die 
dritte Datenausgangsleitung (DQIC, DQ2T) angelegt wer- 
den. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

wobei an den ersten und an den zweiten Ausleseverstar- 
ker (10,11) jeweils im wesentlichen zeitgleich mit der 
Aktivierung der Wortleitung ein nset-Signal (nset) und 
ein pset-Signal (pset) angelegt wird, die ein hohes 
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und ein niedriges Potential fur die Datenausgangslei- 
tungen (DQIT, DQIC, DQ2T, DQ2C) bestiiranen. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

wobei an den dritten Ausleseverstarker (12) jeweils im 
wesent lichen zeitgleich mit der Aktivierung der Wort- 
leitung ein npuls-Signal npuls und ein ppuls-Signal 
ppuls angelegt wird, die ein hohes und ein niedriges 
Potential fur die Datenausgangsleitungen bestiiranen, 
wobei das npuls-Signal (npuls) und das ppuls-Signal 
(ppuls) gegenuber dem nset-Signal (nset) und ein pset- 
Signal (pset) gepulst wird. 
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Zusainmenfassung 



Ausleseschaltung ftir eine dynamische Speicherschaltung 

5 Ausleseschaltung ftir eine dynamische Speicherschaltung, wobei 
Speicherzellen (1) eines Speicherzellenf eldes uber Wortlei- 
tungen (WLT, WLC) und Bitleitungen (BLT, BLC) adressierbar 
sind, wobei die Bitleitungen (BLT, BLC) in Bitleitungspaare 
(BLPl, BLP2) organisiert sind, wobei Speicherkapazitaten (C) 
10 der Speicherzellen (1) jeweils mit einer Bitleitung (BLT, 
BLC) eines Bitleitungspaares (BLPl, BLP2) durch Aktivieren 
einer Wortleitung verbindbar sind, 

wobei eine Vertauschungsschaltung (4) vorgesehen ist, die mit 
jeder der Bitleitungen (BLT, BLC) zweier Bitleitungspaare 
15 (BLPl, BLP2) verbunden sind und eine erste Datenausgangslei- 
tung (DQIT) , eine zur ersten benachbarten zweiten Datenaus- 
gangsleitung (DQIC) , eine zur zweiten benachbarten dritte Da- 
tenausgangsleitung (DQ2T) und eine zur dritten benachbarten 
vierte Datenausgangsleitung (DQ2C) aufweist, wobei die Ver- 
20 tauschungsschaltung (4) so gestaltet ist, 

urn die mit den Speicherkapazitaten (C) verbundenen Bitleitun- 
gen (BLT, BLC) an die zweite (DQIC) und die dritte Datenaus- 
gangsleitung (DQ2T) anzulegen und um die nicht mit den Spei- 
cherzellen verbundenen Bitleitungen an die erste (DQIT) und 
die vierte Datenausgangsleitung (DQ2C) anzulegen, wobei je- 
weils Ausleseverstarker (10, 11, 12) zur Verstarken eines Po- 
tent ialunterschiedes auf einer ersten Leitung und einer zwei- 
ten Leitung vorgesehen ist, wobei ein erster Ausleseverstar- 
ker (10) mit der ersten (DQIT) und der zweiten Da tenaus gangs - 
30 leitung (DQIC) , ein zweiter Ausleseverstarker (11) mit der 
dritten (DQ2T) und der vierten Datenausgangsleitung (DQ2C) 
und ein dritter Ausleseverstarker (12) mit der zweiten (DQIC) 
und der dritten Datenausgangsleitung (DQ2T) verbunden ist. 
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Bezugszeichenliste 



1 Speicherzelle 

2 Schalteinrichtung 

3 Ausleseverstarker 

4 Schalteinrichtung 
T Speichertransistor 
C Speicherkondensator 

Nl, N2 N-Kanal-Feldef fekttransistoren 

PI , P2 p-Kanal-Feldef fekttransistoren 

BLPl , BLP2 Bitleitungspaare 

WLT erste Wortleitung 

WLC zweite Wortleitung 

BLT erste Bitleitung 

BLC zweite Bitleitung 

MUXC erstes Schaltsignal 

MUXT zweites Schaltsignal 

5 erster Schalttransistor 

6 zweiter Schalttransistor 

DQ1-DQ4 erste bis vierte Datenausgangsleitung 

nset nset-Signal 

pset pset-Signal 

npuls High-Potential-Signal ftir weiteren Ausleseverstarke 

ppuls Low-Potential-Signal fur weiteren Ausleseverstarker 

DQ-short Ausgleichssignal 

10 erster Ausleseverstarker 

11 zweiter Ausleseverstarker 

12 dritter Ausleseverstarker 

13 Ladungsausgleichsvorrichtung 
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